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5.4) Metall-Oxid-Halbleiter-FETs (MOSFET)
Qualitatives Verhalten

Fall 1: UGS so groß, dass sich Inversionsschicht bildet; UDS klein

Elektronen fließen von der Source-Elektrode zur Drain-Elektrode (der Drain-Strom fließt entsprechend 
von der Drain-Elektrode zur Source-Elektrode.

Der leitende Kanal wirkt als ohmscher Widerstand; der Drain-Strom ID steigt proportional zur Drain-
Source-Spannung an.

Dieser Bereich wird linearer Bereich oder ohmscher Bereich genannt.
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5.4) Metall-Oxid-Halbleiter-FETs (MOSFET)
Qualitatives Verhalten

Fall 2: UGS so groß, dass sich Inversionsschicht bildet; UDS erreicht Sättigungsspannung UDSS
Die Dicke der Inversionsschicht an der Drain-Elektrode nimmt aufgrund des Spannungsabfalls entlang 
des leitenden Kanals auf Null ab; es kommt zur Abschnürung des leitenden Kanals.

Es fließt weiterhin ein großer Drain-Strom IDSS von der Drain-Elektrode zur Source-Elektrode.

Diese Situation wird Abschnürung oder Pinch-Off bezeichnet.
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5.4) Metall-Oxid-Halbleiter-FETs (MOSFET)
Qualitatives Verhalten

Fall 3: UGS so groß, dass sich Inversionsschicht bildet; UDS > UDSS
Der Abschnürpunkt P wandert von der Drain-Elektrode in Richtung der Source-Elektrode.

Die Spannung am Abschnürpunkt bleibt unverändert; sie entspricht der Sättigungsspannung UDSS. 
Folglich ändert sich der Drain-Strom nicht; er geht in Sättigung.

Dieser Bereich wird Sättigungsbereich genannt.
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